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Представлены экспериментальные результаты исследования монокристаллического 
Si (111), легированного хромом. Исследования проводились с использованием метода 
спектроскопии комбинационного рассеяния света (Рамановская спектроскопия). Обна-
ружено, что легирование переходных элементов к чистому кремнию приводит к умень-
шению интенсивности рамановских пиков в несколько раз, а также к образованию до-
полнительных пиков на спектрах. 
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This paper presents the experimental results of a study of single-crystal Si (111) doped with 
chromium. The studies were carried out using the method of Raman spectroscopy (Raman spec-
troscopy). It has been found that the doping of transition elements with pure silicon leads to a 
decrease in the intensity of the Raman peaks by several times, as well as to the formation of 
additional peaks in the spectra. 
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